S-81.3120 Tehoelektroniikan komponentit J. Niiranen 1(4)
Tentti 12.01.2015, kello 16 ... 19, sali S4

Papereihin Tentissa sallitut apuvalineet
- sukunimi ja etunimet - kynat, kumit jne.
- opiskelijanumero - taskulaskin
- koulutusohjelma. - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

1. Selvité lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mita seuraavilla termeill& tarkoitetaan
- neutronisateilytys
-SiC
- SOA
- prospektiivinen oikosulkuvirta
- Hall-anturi.

2. Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.

3. Esittele kirjassa esitetyt puolijohdetehokomponenttien jadhdytysmenetelmat ja -laitteet seka
niiden keskindiset edut ja haitat.

4. Yksivaiheisen diodisiltamoduulin SKB 26 (datalehti oheisena) jaahdytykseen kédytetdan jaéh-
dytyselementtid, jonka lampovastus Ripsa = 5 °C/W. Kuinka isoa tasavirtaa sillalla voidaan
syottdd, kun jadhdytysilman ldmpétila on 65 °C? Sillan 18hddssé on iso suotokondensaattori.

5. Erdéan hakkuriteholdhteen pienjannitel&dhddn tasavirran suodatukseen kéytetaan ferriittisydamisté
kuristinta, joka on k&amitty kiertaméllad 8 kierrosta 35 mm levyistda ja 0,5 mm paksuista
kuparifoliota kd&mirungon ympari. Kuparifolioon on teipattu toiselle puolelle eristeeksi 0,2 mm
paksu muovikalvo. Kéd&dmirungon halkaisija on 40 mm ja leveys 38 mm. Kuristimen virta on
oheisen kuvan mukainen. Laske k&&min hdvidteho. Huom! Mitoituksessa tarvittavia kéyria ym.
on tehtavépaperin sivulla 2.
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Vrsm: VRrM Vyrms Ip=18A(T,=75°C) Crnax Rinin
\ \% Types uF Q
200 60 SKB 26/02 0,15
400 125 SKB 26/04 0,3
600 185 SKB 26/06 0,4
800 250 SKB 26/08 0,5
1000 310 SKB 26/10 0,65
1200 380 SKB 26/12 0,75
1400 440 SKB 26/14 0,9
1600 500 SKB 26/16 1
Symbol |Conditions Values Units
. . Ip T, =45 °C, isolated” 3,5 A
Power Bridge Rectifiers T, = 45 °C, chassis? 10 A
IocL T, =45 °C, isolated” 3 A
T, =45 °C, chassis? 9,5 A
SKB 26 T, =45 °C, P1A/120 14 A
[ T,;=25°C, 10ms 370 A
T,;=150°C, 10 ms 320 A
i2t T,;=25°C,83..10ms 680 Az
T,;=150°C,83..10ms 500 Az
Features v, T,=25C, 1 = 150 A max. 2,2 v
« Square plastic case with isolated  |V(ro, T, =150°C max. 0,85 v
metal base plate and wire leads rr T,;=150°C max. 12 mQ
« ldeal for printed circuit boards lro T,;=25°C, Vrp=Vrrm 300 HA
« Blocking voltage up to 1600 V | LJ - 1§6YSDQVRB\“; 2V s “':
« High surge currents RD U ey, _RDTTRRM m
; . T, =°C, Vrp=Vrrm 2 V mA
« Notch moulded in casing for easy ¢ T =95°C 10 us
polarity identification i Y
E . . fg 2000 Hz
« Easy chassis mounting :
Ringa) isolated?) 15 K/W
Typical Applications* chassis? 47 KIW
. Single phase rectifiers for power |t total 1.9 KW
i Rine-s) total 0,15 KIW
supplies T -40 . + 150 oc
e . VJ e
« Input rectifiers for variable .
. Teg -55...+ 150 C
frequency drives V, 50 ... 60 Hz; ;1s/1mi 3000/ 2500 v
« Rectifiers for DC motor field isol 8. €. 9 DU NZ LMS 48 11 min- S
supplies M to heatsink 2+15% Nm
. M, Nm
« Battery charge rectifiers a m/s?
« Recommended snubber network: | 20 g
RC: 0.1 yF,50 Q (P g = 1 W)
Fu 20 A
1) Soldered directly onto a p.c.b. of 100 x
160 mm with tinned tracking of min. 2.5 Case G 50a

mm
2) Mounted on a painted metal sheet of min.
250 x 250 x 1 mm

O+
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